KARTA PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu: Podstawy elektroniki (AiRAu>SI3-PE-19)
Nazwa w jezyku polskim:
Nazwa w jez. angielskim:  Fundamentals of electronics

Dane dotyczgce przedmiotu:

Jednostka oferujaca przedmiot: Wyadziat Automatyki, Elektroniki i Informatyki
Przedmiot dla jednostki: Politechnika Slgska

Domysiny typ protokotu dla przedmiotu:

ZAL

Jezyk wyktadowy:

polski

Strona WWW:

https://platforma.polsl.pl/rau3/course/view.php?id=71

Skrécony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentdw z zasadg dziatania elementdéw oraz uktadéw elektronicznych stosowanych w sprzecie
przemystowym i powszechnego uzytku. Absolwent powinien umiec¢ zinterpretowac i wyznaczy¢ parametry urzadzen elektronicznych. Po
skonczeniu kursu student powinien umiejetnie wykorzystywaé sprzet elektroniczny a nawet zaprojektowacé proste uktady elektroniczne.
Opis:

TresSci programowe

Wyktad

Elementy fizyki kwantowej, ztgcze p-n, zasada dziatania diody, tranzystora bipolarnego, tranzystoréw polowych. Dioda jako element
elektroniczny: diody prostownicze, impulsowe, stabilizacyjne, pojemnosciowe, fotodiody, fotoogniwa, schematy zastepcze diod i ich
parametry. Fotowoltaika: zasada dziatania - efekt fotowoltaiczny, struktura ogniwa fotowoltaicznego, panele stoneczne, instalacje
fotowoltaiczne, fotowoltaika zintegrowana z budynkiem degradacja paneli stonecznych. Tranzystor bipolarny jako element elektroniczny,
schemat zastepczy, uktad polaryzacji WB, WE, prady zerowe, parametry stalopradowe, parametry graniczne. Model matosygnatowy
tranzystora, schemat zastepczy dla matych przyrostow pradow i napieé, parametry matosygnatowe tranzystora. Stany pracy: nasycenia,
zatkania, aktywny i inwersyjny. Wplyw temperatury na parametry elementéw elektronicznych. Tranzystory polowe (JFET, MOSFET, IGBT):
budowa, parametry, stany pracy, schematy zastepcze, wptyw temperatury na wtasnosci tranzystoréw polowych. Wzmacniacz oporowy,
wlasnosci, obliczanie parametrow. Sprzezenie zwrotne we wzmacniaczach i ich wplyw na parametry statoprgdowe, stabilno$¢
temperaturowa i parametry matosygnatowe. Znieksztatcenia nieliniowe i ich eliminacja. Wzmacniacz r6znicowy: jego parametry i
wiasnosci. Wzmacniacz operacyjny. Wzmacniacz operacyjny jako element elektroniczny. Wzmacniacz operacyjny idealny jako model
wzmachiacza rzeczywistego. Parametry wzmacniaczy rzeczywistych. Zastosowanie wzmacniaczy operacyjnych: wzmacniacz
odwracajacy, nieodwracajacy, réznicowy, sumator, integrator, uktad rézniczkujacy, konwertery impedancji, zrédta pradowe i napiecia
odniesienia, prostowniki pomiarowe, uklady nieliniowe zrealizowane za pomocg wzmacniaczy operacyjnych i uktady mnozace.
Wzmacniacze pomiarowe i ich wtasnosci. Uktady wejsciowe przyrzaddéw pomiarowych i sposoby ich wykorzystania. Dynamiczne
przeksztatcanie sygnatéw. Uktady catkujace RC i aktywne. Sposoby definiowania ich parametrow i poréwnywania btedéw catkowania.
Uktady rézniczkujace: sposoby realizacji, wtasnosci, btedy. Analogowe regulatory PID. Znieksztatcenia liniowe uktadéw elektronicznych,
przejscie impulsu prostokatnego przez uktad elektroniczny. Elementy techniki impulsowej. Efekt Millera i wptyw tego zjawiska na sposob
konstruowania urzadzen elektronicznych. Sonda oscyloskopu. Komparatory napiecia, sposoby realizacji petli histerezy. Przetworniki AC,
CA. Uktady prébkujgco - pamietajgce. Metody przetwarzania w czas i czestotliwo$¢. Dobér wiasciwego przetwornika. Wyjsciowe uktady
mocy. Wzmacniacze w klasie A, B, D. Dodatnie sprzezenie zwrotne w uktadach wyjsciowych mocy. Uktady cyfrowe: Budowa,
charakterystyki wejsciowe, przejsciowe i wyjsciowe. Margines zaktécen, parametry dynamiczne. Generatory napieé sinusoidalnych,
rezonator kwarcowy, wzorce czestotliwosci, zegary urzadzen cyfrowych i telekomunikacyjnych. Generatory napie¢ prostokatnych. Uktady
zasilajgce. Prostowniki, stabilizatory napie¢, ograniczniki pradu, uktady zabezpieczajgce, przetwornice impulsowe. Kompatybilno$¢
elektromagnetyczna. Izolacja galwaniczna. Bariery optoelektroniczne.

Cwiczenia

1. Prostowniki diodowe.

2. Punkt pracy tranzystora.

3. Wzmacniacz oporowy, parametry matosygnatowe,

4. Wzmacniacz operacyjny idealny, przyktady zastosowan
5. Wzmacniacz operacyjny w torze pomiarowym.

6. Projektowanie uktadéw analogowych.

Laboratorium
ZajScia laboratoryjne odbeda sie w przyszlym (czwartym) semestrze.

ECTS: 4

Suma godzin: 120 h (kontaktowa 60 h / praca wtasna 60 h)

Wyktad: 30 h

Cwiczenia tablicowe: 15 h

Inne (omdwienie i dyskusja zagadnieh z ¢wiczen, omowienie informacji dostepnych w Zrédtach literaturowych): 15h

Praca wlasna studenta — zapoznanie z literatura, analiza tresci wyktadéw wraz z przygotowaniem do egzaminu, przygotowanie sie do
sprawdzianéw na éwiczeniach 60 h

Literatura:

1. Tietze U., Schenk Ch.: Uktady poétprzewodnikowe i uktady scalone. WNT, W-wa 1996,

2. Filipkowski A: Ukfady elektroniczne analogowe i cyfrowe. WNT, Warszawa 2006,

3. Cigzynski W.: Elektronika w zadaniach. Tom | — [ll. Wyd. PKJS, Gliwice 1999 — 2001,

4. Zioto K. (red.): Laboratorium elektroniki 1. Wyd. Pol. Sl., Gliwice 2003,

5. Zioto K. (red.): Laboratorium elektroniki Il. Wyd. Pol. SI., Gliwice 2003,

USOSweb: Szczegoty przedmiotu: AiIRAU>SI3-PE-19, w cyklu: <brak>, jednostka dawcy: <brak>, grupa przedm.: <brak>
Strona 1 z 2 16.07.2025 00:11



6. Nadachowski M., Kulka Z.: Analogowe uktady scalone. WKt 1979,

7. Chwaleba A., Moeschke B., Ploszajski G.: Elektronika. WSziP, Warszawa 2007,

8. Marciniak W.: Przyrzady potprzewodnikowe i uktady scalone. WNT, Warszawa 1993,

9. Horowitz P., Hill W.: Sztuka elektroniki, cz. 1 i 2. WKL, Warszawa 1997,

10. Krvkowski K.: Eneraoelektronika. Wvd. Pol. Sl.. Gliwice 1996.

Efekty uczenia sie:

Wiedza: zna i rozumie

Zna zasade dziatania wigkszosci podstawowych elementéw elektronicznych (test zaliczeniowy, odpowiedzi ustne, aktywnos$¢ na
zajeciach) K1A_W04

Zna struktury typowych rozwigzan uktadowych wykorzystywanych w przemystowym sprzecie pomiarowym i sterujgcym (test zaliczeniowy,
odpowiedzi ustne, aktywnos¢ na zajeciach) K1IA_WO04

Zna sposoby definiowania i pomiaru podstawowych parametréw elektrycznych urzadzen elektronicznych w tym zagadnienia
kompatybilnosci elektromagnetycznej (test zaliczeniowy, odpowiedzi ustne, aktywnos$¢ na zajeciach) K1A_ W04

Umiejetnosci: potrafi
Potrafi wykona¢ analize uktadu elektronicznego, okresli¢ jego wtasnosci i obliczy¢ podstawowe parametry(test zaliczeniowy, odpowiedzi
ustne, aktywnos$¢ na zajeciach) K1A_U09

Potrafi zaprojektowac prosty ukfad elektroniczny, posiada umiejetnosci obstugi elektronicznych przyrzadéw pomiarowych w celu
wykonania pomiaréw weryfikujgcych poprawnos¢ dziatania uktadéw elektronicznych, potrafi sporzadzi¢ dokumentacje techniczng z
realizacji powierzonego zadania, takze we wspoétpracy z w grupie, przyjmujac w niej rézne role, a takze potrafi okresli¢ priorytety i
kolejnos¢ czynnosci wykonywanych w celu realizacji wyznaczonych celow (test zaliczeniowy, odpowiedzi ustne, aktywno$¢ na zajeciach)
K1A U09

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie zaje¢ ¢wiczeniowych sa trzy kartkdwki. Najezy uzyska¢ ocene pozytywng ze wszystkich. Ocena zaliczajgca ¢wiczenia jest
Srednig ze wszystkich kartkdwek.

Egzamin odbedzie sie po zajeciach laboratoryjnych w semestrze 4.

Sylabus obowigzuje od roku akademickiego 2024/2025, a jego zawartos¢ nie podlega zmianom w trakcie trwania semestru.
Punkty przedmiotu w cyklach:

<bez przypisanego programu>
Typ punktéw Liczba Cykl pocz. Cykl kon.
Europejski System Transferu Punktéw (ECTS) 4 2020/2021-Z
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